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(54) 발명의 명칭 ＳＯＩ 웨이퍼를 인시츄로 패시베이션하기 위한 방법

(57) 요 약

웨이퍼가 클리브되는 챔버에서 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하기 위한 방법 및 시스템이 개시

된다.  결합된 웨이퍼 쌍은 SOI(silicon-on-insulator; SOI) 웨이퍼를 형성하기 위해 챔버 내에서 클리브된다.

SOI  웨이퍼의  클리브된  표면은  그  다음  현장에서(in-situ)  클리브된  표면을  패시베이션  물질(passivating

substance)에 노출하여 패시베이션된다.  패시베이션 물질로의 이러한 노출은 결과적으로 클리브된 표면에 얇은

산화물층을 형성하게 된다.  SOI 웨이퍼는 그 다음 챔버로부터 제거된다.  다른 실시예들에서, SOI 웨이퍼는 먼

저 인접한 챔버로 이송되고, 그 다음 웨이퍼가 패시베이션된다.  웨이퍼를 챔버 외측 분위기에 노출하지 않고 웨

이퍼가 인접한 챔버로 이송된다.

대 표 도 - 도1
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

제1항에 기재된 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

배 경 기 술

반도체 웨이퍼는 일반적으로 단결정 잉곳(single crystal ingot)(예컨대, 실리콘 잉곳)으로부터 개개의 웨이퍼[0001]

로 슬라이스되어 마련된다.  웨이퍼의 한 유형으로는 SOI(silicon-on-insulator) 웨이퍼가 있다.  SOI 웨이퍼는

절연층(즉, 산화물층)의 상부에 얇은 실리콘층을 포함하고, 실리콘 기판상에 배치된다.  SOI 웨이퍼는 한 쌍의

웨이퍼를 함께 결합(bond)하고, 나중에 클리빙 동작(cleaving operation)에서 웨이퍼들 중 하나의 일부를 제거

함으로써 형성된다.

SOI 웨이퍼의 외부(즉, 클리브된(cleaved)) 표면은, SOI 웨이퍼가 형성되는 챔버로부터 분리된 후 다양한 재료[0002]

와의 접촉 또는 노출에 의해 종종 오염된다.  오염되면, SOI 웨이퍼의 클리브된 표면의 클리닝이 어려워지고,

시간이 많이 걸리며, 비용이 많이 들고, 완전히 성공적이지 못할 때가 많다.  따라서, SOI 웨이퍼의 클리브된

표면을 오염으로부터 보호하는 프로세스에 대한 충족되지 않은 욕구가 남아 있다.

발명의 내용

하나의 측면은 챔버에서 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스(passivation process))를 수행하기 위한 방법[0003]

이다.  이 방법은 SOI(SOI) 웨이퍼를 형성하기 위해 챔버 내에서 결합된 웨이퍼 쌍(bonded wafer pair)을 클리

브하는 단계를 포함하며, SOI 웨이퍼는 클리브된 표면을 갖는다.  그 다음 상기 클리브된 표면을 가스 형태의

오존에 노출하여, SOI 웨이퍼의 클리브된 표면이 인시츄(in-situ)로 패시베이션되고(passivated), 여기에서 클

리브된 표면을 가스 형태의 오존에 노출하여 결과적으로 클리브된 표면에 얇은 산화물층이 형성된다.  그 다음

SOI 웨이퍼는 챔버로부터 분리된다.

또 다른 측면은, 결합된 웨이퍼 쌍이 SOI 웨이퍼를 형성하기 위해 클리브되는(cleaved) 챔버에서 SOI 웨이퍼에[0004]

대해 패시베이션 프로세스를 수행하기 위한 방법이다.  이 방법은 SOI 웨이퍼를 형성하기 위해 챔버 내에서 결

합된 웨이퍼 쌍을 클리브하는 단계를 포함하고, 여기에서 결합된 웨이퍼 쌍을 클리브하여 SOI 웨이퍼 상에 클리

브된 표면을 형성한다.  그 다음 클리브된 표면에 얇은 산화물층을 형성하기 위해, SOI 웨이퍼의 클리브된 표면

에 대한 패시베이션 프로세스가 인시츄로 수행된다.  그 다음 SOI 웨이퍼는 챔버로부터 분리된다.

또 다른 측면은 계층화된(layered) 실리콘 구조가 형성되는 제1 챔버에 인접한 제2 챔버에서 계층화된 실리콘[0005]

구조에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하는 방법이다.  이 방법은 제1 챔버에서 계층화된 실리콘 구조를 형성

하는 단계를 포함하고, 계층화된 구조는 표면을 갖는다.  그 다음, 챔버 외측의 분위기(atmosphere)에 계층화된

실리콘 구조를 노출하지 않고, 계층화된 실리콘 구조는 제1 챔버에서 제2 챔버로 이송된다.  그 다음 패시베이

션 프로세스는 계층화된 실리콘 구조의 표면에 대해 수행된다.  그 다음 계층화된 실리콘 구조는 제2 챔버로부

터 분리된다.

위에서 언급한 측면들과 관련하여 주목된 특징들에 대한 다양한 개선(refinements)이 존재한다.  뿐만 아니라,[0006]

위에서 언급한 측면들에는 추가 특징들이 또한 포함될 수 있다.  이러한 개선들 및 추가 특징들은 개별적으로

또는 임의의 조합으로 존재할 수 있다.  예를 들어, 도시된 실시예들 중 임의의 것과 관련하여 아래 논의된 다

양한 특징들은, 단독으로 또는 임의의 조합으로, 위에서 설명한 측면들 중 임의의 것에 통합될 수 있다.

도면의 간단한 설명
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도 1은 도너(donor) 실리콘 웨이퍼의 상면도이다.[0007]

도 2는 도 1b의 도너 실리콘 웨이퍼의 단면도이다.

도 3은 이온 주입 중인 도너 실리콘 웨이퍼의 단면도이다.

도 4는 핸들 실리콘 웨이퍼에 결합된 도너 실리콘 웨이퍼를 포함하는 결합된 웨이퍼의 단면도이다.

도 5는, SOI 웨이퍼를 형성하기 위해 도너 웨이퍼의 일부가 제거된 후의, 도 4의 결합된 웨이퍼의 단면도이다.

도 6은, 웨이퍼의 클리브된 표면이 평탄화된 후의, 도 5의 SOI 웨이퍼의 단면도이다.

도 7은 도 4의 결합된 웨이퍼를 클리브하기 위해 그 안에 고정물이 배치된 챔버의 개략도이다.

도 8은 SOI 웨이퍼가 형성되는 챔버에서 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하는 방법을 도시하는

순서도이다.

도 9는 SOI 웨이퍼가 형성되는 챔버에서 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하는 다른 방법을 도시

하는 순서도이다.

도 10은 SOI 웨이퍼가 형성되는 챔버에서 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하는 또 다른 방법을

도시하는 순서도이다.

도 11은 계층화된 실리콘 구조가 형성되는 챔버에 인접한 챔버에서 계층화된 실리콘 구조에 대해 패시베이션 프

로세스를 수행하는 방법을 도시하는 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

처음에 도 1 및 2를 참조하면, 본 개시물의 하나의 실시예의 도너 웨이퍼(donor wafer; 110) 및 산화물층(oxide[0008]

layer; 120)이 도시된다.  도 1은 도너 웨이퍼(110)의 상면도인 한편, 도 2는 도너 웨이퍼의 단면도이다.  산화

물층(120)은 도너 웨이퍼(110)의 전방 표면(front  surface;  112)에 결합된다.  산화물층(120)은 도너 웨이퍼

(110)를 산화물층 성장에 적합한 분위기에서 처리함으로써 전방 표면(112)의 상부에서 성장될 수 있다.  대안적

으로, 산화물층(120)은 임의의 알려진 화학적 피착 프로세스를 통해 전방 표면(112)에 피착될 수 있고, 절연체

(즉, 유전체)의 역할을 한다.

도 3은 입자들(예컨대, 수소 원자 또는 수소 원자와 헬륨 원자 둘 다의 조합)이 주입되는 도너 웨이퍼(110)의[0009]

단면도이다.  도너 웨이퍼(110)에는, 도너 웨이퍼(110)의 전방 표면(112) 아래 지정된 깊이로 입자들이 주입된

다.  일부 실시예들에서, 입자들은 이온 주입 프로세스를 통해 주입되는 수소 또는 헬륨 이온이다.  그 다음,

클리브 면(cleave plane; 114)은, 도너 웨이퍼(120)의 전방 표면(112) 아래, 입자들이 주입된 지정된 깊이와 동

일한 전방 표면으로부터의 거리에 형성된다.  클리브 면(114)은 도너 웨이퍼(110)를 관통하는 면을 정의하며,

여기서, 도너 웨이퍼는 이온의 주입에 의해 그리고 후속하는 도너 웨이퍼의 가열시에 실질적으로 약화된다.

도 4는 결합된 웨이퍼(140)를 형성하기 위해 함께 결합된 도너 웨이퍼(110)와 핸들 웨이퍼(130)의 단면도이다.[0010]

도너 웨이퍼(110) 및 핸들 웨이퍼(130)는, 친수성 결합(hydrophilic bond)과 같은, 임의의 적절한 방법에 따라

함께 결합된다.  도너 웨이퍼(110) 및 핸들 웨이퍼(130)는, 예를 들어, 산소 또는 질소를 함유하는 플라즈마에

웨이퍼의  표면을  노출하여  함께  결합된다.   웨이퍼들(110,  130)의  표면은  종종  표면  활성화(surface

activation)로 지칭되는 프로세스에서 플라즈마에 노출하여 수정된다.  그 다음 웨이퍼들(110, 130)은 함께 가

압되어 그들 사이에 결합이 형성된다.  이러한 결합은 약하지만, 결합된 웨이퍼(140)가 더 처리되기 전에 결합

이 강화된다.

일부 프로세스에서, 도너 웨이퍼(110)와 핸들 웨이퍼(130) 사이의 친수성 결합(즉, 결합된 웨이퍼(140))은 결합[0011]

된 웨이퍼 쌍을 대략 300℃와 500℃ 사이의 온도에서 가열 또는 어닐링하여 강화된다.  높은 온도(elevated

temperatures)는 도너 웨이퍼(110)와 핸들 웨이퍼(130)의 인접한 표면들 사이에 공유 결합(covalent bonds)의

형성을 야기하므로, 도너 웨이퍼와 핸들 웨이퍼 사이의 결합을 확고히 한다(solidifying).  결합된 웨이퍼(14

0)의 가열 또는 어닐링과 동시에, 도너 웨이퍼(110)에 더 일찍 주입된 입자들은 이동하기 시작하고 클리브 면

(114)을 약화시킨다.

도 5는, 결합된 웨이퍼의 일부가 클리브 프로세스동안 분리된 후에, 결과적으로, 일반적으로 150으로 지칭되는,[0012]

SOI(SOI) 웨이퍼를 생성하게 되는, 도 4에 도시된 결합된 웨이퍼(140)의 단면도이다.  다른 방법들에 따르면,

결합된 웨이퍼(140)는 그 대신 결합된 웨이퍼로부터 도너 웨이퍼의 일부를 분리하기 위해 일정 시간 기간에 걸
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쳐 높은 온도의 적용을 받게 할 수 있다.  높은 온도에 노출함으로써, 균열(crack)이 시작된 다음 클리브 면을

따라 전파되고, 따라서, 도너 웨이퍼의 나머지 부분(remainder)으로부터 도너 웨이퍼(110)의 일부가 분리된다.

클리브 면(114)은 이온의 주입에 의해 실질적으로 약화되었기 때문에, 클리브 면은 경계를 정의하는데, 힘이 인[0013]

가될 때 그 경계를 따라 웨이퍼가 쉽게 분리되어 진다.  일부 실시예들에 따르면, 도 7에 도시된 바와 같이, 결

합된 웨이퍼(140)는 먼저 챔버(170) 내에 배치된 고정물(fixture)(일반적으로 160에서 점선으로 표시됨)에 위치

한다.  챔버(170)는 결합된 웨이퍼(140)의 클리브 동안 외측 환경으로부터 실질적으로 밀폐되고, 예시적인 실시

예에서, SOI 웨이퍼(150)가 패시베이션되기 전에 불활성 가스(inert gas)(예컨대, 아르곤 또는 질소)로 채워진

다.  또 다른 실시예에서, 챔버(170)는 불활성 가스로 채워지지 않고, 그 대신 클리브된 후에 웨이퍼의 표면을

패시베이션하는  가스  또는  물질(substance)(아래에  더  자세히  설명됨)로  채워진다.   게다가,  일부

실시예들에서, 결합된 웨이퍼(140)는 야외 환경(open-air  environment)에서 클리브된다.  이 야외 환경에서,

SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)은 분위기(atmosphere)에서 흔히 발견된 요소들에 노출될 수 있다.  SOI

웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)의 패시베이션을 돕기 위해 이러한 야외 환경에서 습도(humidity)가 증가될

수 있다.  이러한 실시예들에서, SOI 웨이퍼(150)는 카세트에 배치될 수 있다.  카세트는 다수의 웨이퍼를 가지

고 있을 수 있다.  이 카세트는 SOI 웨이퍼의 클리브된 표면(152)을 패시베이션하기 위해 질소 또는 다른 패시

베이션 물질(예컨대, 오존)로 퍼지(purge)될 수 있다.

고정물(160)은, 결합된 웨이퍼로부터 도너 웨이퍼(110)의 일부를 떼어내기 위해, 결합된 웨이퍼(140)의 맞은 편[0014]

(opposing sides)에 수직인 기계적 힘을 인가한다.  하나의 실시예에서, 흡입 컵들(suction cups)이 기계적 힘

을 인가하기 위해 사용된다.  도너 웨이퍼(110)의 일부의 분리는, 클리브 면을 따른 균열의 전파를 개시하기 위

해, 클리브 면에서 결합된 웨이퍼의 에지에 기계적 웨지(mechanical wedge)를 인가하여 개시된다.  클리브 면의

약화된 구조로 인해, 결합된 웨이퍼(140)가 클리브 면을 따라 두 조각으로 분리될 때까지, 균열이 클리브 면

(114)을 따라 전파한다.  흡입 컵들에 의해 인가된 기계적 힘은 그 다음 결합된 웨이퍼(140)를 두 조각으로 떼

어 놓는다.  한 조각은 도너 웨이퍼(110)의 일부로만 이루어진다.  다른 한 조각은 핸들 웨이퍼(130) 및 거기에

결합된 도너 웨이퍼(110)의 일부로 이루어지고 SOI 웨이퍼(150)를 형성한다.

SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)은 클리브 면(114)을 따른 결합된 웨이퍼(140)의 분리 후의 결과적인 표[0015]

면을 정의한다.  클리브된 표면(152)은 클리브 면(114)을 따라 분리된 결과로 손상된 표면을 갖게 되고, 이 표

면은 추가적인 처리 없이는 최종 사용 애플리케이션에 부적절하게 된다.  따라서, 손상을 복구하고 클리브된 표

면을 평탄화하기 위해, 클리브된 표면(152)은 추가적인 처리 단계들의 적용을 받아, 결과적으로 도 6에 도시된

평탄한 클리브된 표면(152S)을 얻게 된다.

이전 시스템에서 SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)은 종종 도너 웨이퍼(110)의 일부의 클리브 또는 분리한[0016]

다음 오염되었다.  오염은, 클리브된 후에 SOI 웨이퍼(150)가 저장되는 카세트와 같은, 다양한 소스에서 발생할

수 있다.  오염의 소스는 또한 챔버(170)로부터 분리된 후 및 후속 처리 동작들 이전에 SOI 웨이퍼(150)가 노출

되는 분위기 내의 오염 물질들(예컨대, 유기 화합물 등)을 포함할 수 있다.

임의의 특정한 이론에 한정되는 것은 아니지만, 클리브된 표면(152)의 오염에 대한 친화성(affinity)은 클리브[0017]

동작 동안 SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면에 형성된 댕글링 결합(dangling bond)의 결과인 것으로 믿어진다.

도너 웨이퍼(110)의 일부가 접합된 웨이퍼(140)부터 클리브될 때, 클리브된 표면(152)에서 분자들로부터 원자들

이 제거됨에 따라, 이러한 댕글링 결합은 화학적으로 반응성이 높은 것으로 믿어진다.  댕글링 결합은 SOI 웨이

퍼(150)의 클리브된 표면(152)에 접촉하는 물질에, 특히 유기 물질(즉, 탄소를 포함하는 물질)에 빠르게 반응한

다.

클리브된 표면(152)에 대해 수행된 클리닝 프로세스는 클리브된 표면 상의 오염을 제거하려고 시도하기 위해 이[0018]

전 시스템들에서 수정되었다.  그러나, 이러한 클리닝 프로세스는 완전히 성공적이지는 않았다.  SOI 웨이퍼

(150)의 클리브된 표면(152)으로부터 오염을 제거하려는 다른 시도는 챔버(170) 내에서 환경의 청결을 개선하거

나 SOI 웨이퍼(150)가 저장되는 카세트를 교체하는 것에 의해 오염의 소스들을 제거하는 것에 초점이 맞추어 진

다.  많은 잠재적인 오염 소스가 존재하고, 클리브된 표면(152)은 오염 물질과의 반응에 대한 강한 친화성을 갖

는 것으로 믿어짐에 따라, 이러한 시도들이 마찬가지로 만족스럽지 못한 결과를 산출했다.

따라서, SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)이 오염물과 반응하지 않도록, 클리브된 표면을 패시베이션 물질[0019]

에 노출시켜 패시베이션하는 방법이 여기에 개시되어 있다.  일반적으로, 여기에 설명된 방법에 사용된 패시베

이션 물질(passivating substances)은 이에 노출될 때 SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)에 얇은 산화물층

을 성장 및/또는 형성하는 산화 물질을 포함한다.  클리브된 표면(152)에 대해 패시베이션이 수행되면 결과적으
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로 클리브된 표면에 나중에 피착되는 임의의 오염 물질이 상대적으로 쉽게 제거되게 된다.  SOI 웨이퍼(150)의

클리브된 표면(152)은 또한 웨이퍼가 클리브된 후에 인시츄로 패시베이션된다.  즉, SOI 웨이퍼(150)는, 그것이

챔버(170)에  있는  동안  및  챔버로부터  분리되기  전에  패시베이션된다.   클리빙(cleaving)  및  패시베이션

(passivation) 사이에 어떠한 중간 또는 다른 단계들도 수행되지 않는다.

SOI 웨이퍼(150)는 따라서 패시베이션되기 전에 챔버(170)을 둘러싼 외측 분위기에 노출되지 않는다.  따라서,[0020]

SOI 웨이퍼의 반응성이 높은 클리브된 표면은 패시베이션되기 전에 오염 물질에 노출되지 않고, 챔버(170) 내에

서 제어된 불활성 분위기에만 노출된다.  위에서 설명한 바와 같이, 일부 실시예들에서, 불활성 분위기는 챔버

(170) 내에서 사용되지 않고, 그 대신 웨이퍼가 클리브되는 동안 또는 그 직후에 웨이퍼의 표면을 패시베이션하

는 가스 또는 다른 물질(넓게는, "패시베이션 물질(passivating substance)")이 챔버에 존재한다.  웨이퍼는 따

라서 불활성 환경 보다는 오히려 패시베이션 환경(passivating environment)에서 클리브될 수 있다.

다른  실시예들에서,  SOI  웨이퍼(150)는  챔버(170)에서  인접한  챔버(180)(넓게는,  "제2  챔버")로  전송될  수[0021]

있고, 여기에서 그것은 패시베이션된다.  이러한 인접한 챔버(180)는 챔버(170)에 인접하게 배치되고, 챔버들을

둘러싼, 외측 분위기 및 그 안에 포함된 오염 물질들에 SOI 웨이퍼를 노출하지 않고, SOI 웨이퍼(150)가 챔버에

서 인접한 챔버로 이송될 수 있도록 챔버들 양측이 구성된다.

게다가, 다른 계층화된 실리콘 구조(예컨대, 비-산화된 도너 웨이퍼를 사용하는 직접 실리콘-결합 구조)의 표면[0022]

은 또한 SOI 웨이퍼(150)의 클리브된 표면(152)과 동일한 유형의 오염에 민감하다.  따라서, SOI 웨이퍼(150)의

클리브된 표면(152)에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하기 위한 여기에 설명된 방법은 계층화된 실리콘 구조

의 표면에 대해서도 사용될 수 있다.

도 8은, 도 1-7과 관련하여 위에서 설명한 SOI 웨이퍼(150)와 같은, SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를[0023]

수행하기 위한 방법(800)을 도시한다.  방법(800)은 SOI 웨이퍼를 형성하기 위해 챔버(즉, 챔버(170)) 내에서

결합된 웨이퍼 쌍을 클리브하는 블록 810에서 시작된다.  SOI 웨이퍼의 클리브된 표면은 그 다음 블록 820에서

인시츄로(즉, 여전히 챔버에 있는 동안) 패시베이션된다.  SOI 웨이퍼의 클리브된 표면은 가스 형태의 오존에

그것을 노출하여 패시베이션될 수 있다.  오존은, 결합된 웨이퍼 쌍이 클리브된 후에 챔버에 유입될 수 있고,

또한 오존은 결합된 웨이퍼 쌍이 클리브되는 동안 챔버에 존재할 수 있다.  기체 오존에 클리브된 표면을 노출

하는 것으로 인해, 클리브된 표면에 얇은 산화물층이 형성된다.  이러한 얇은 산화물층은 클리브된 표면이 오염

물질과 반응하는 것을 방지할 수 있다.  클리브된 표면에 나중에 증착되는 오염 물질은, 얇은 산화물층에 의해,

그들이 클리브된 표면에 반응 또는 결합하는 것이 방지되기 때문에, 더 쉽게 제거된다.

다른 실시예들에서, SOI 웨이퍼의 클리브된 표면은 가스 오존을 생성하는 자외선에 노출되어 패시베이션된다.[0024]

자외선에 클리브된 표면을 노출하는 동안 클리브된 표면에 얇은 산화물층이 형성된다.  게다가, 다른 실시예들

에서, SOI 웨이퍼의 클리브된 표면은 산화 글로우 방전 플라즈마 프로세스(oxidizing glow discharge plasma

process)에 노출하여 패시베이션된다.

도 9는 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하기 위한 방법(900)을 도시한다.  도 9의 방법(900)은,[0025]

그 방법(900)이 SOI 웨이퍼의 클리브된 표면을 패시베이션하기 위해 상이한 프로세스를 사용한다는 것을 제외하

고, 위에서 설명한 방법(800)과 유사하다.  방법(900)은 SOI 웨이퍼를 형성하기 위해 챔버 내에서 결합된 웨이

퍼  쌍을  클리브하는  블록  910에서  시작된다.   그  다음  블록  920에서  SOI  웨이퍼의  클리브된  표면은

인시츄로(즉, 여전히 챔버에 있는 동안) 패시베이션된다.  SOI 웨이퍼의 클리브된 표면은 코로나 방전에 그것을

노출하여 패시베이션된다.  코로나 방전은 전도체를 둘러싼 유체의 이온화에 의해 개시되는 전기적 방전이다.

전위 그래디언트(potential gradient)(즉, 전기장의 강도)가 그 유체에 대한 특정 값을 초과할 때, 전기적 방전

이 발생한다.  전기적 방전은 전도체와 SOI 웨이퍼 주변에 플라즈마를 형성한다.  플라즈마의 생성은 SOI 웨이

퍼의 클리브된 표면에 얇은 산화물층을 형성하기 위해 클리브된 표면과 반응하는 오존 및 산소 유리기(free

radical)를 생성한다.  이러한 얇은 산화물층은 클리브된 표면이 오염 물질과 반응하는 것을 방지한다.  클리브

된 표면에 나중에 증착되는 오염 물질은, 얇은 산화물층에 의해, 그들이 클리브된 표면에 반응 또는 결합하는

것이 방지되기 때문에, 쉽게 제거된다.

도 10은 SOI 웨이퍼에 대해 패시베이션 프로세스를 수행하기 위한 방법(1000)을 도시하는데, 그 방법(1000)은[0026]

웨이퍼의 클리브된 표면을 패시베이션하기 위해 상이한 프로세스를 사용하는 것을 제외하고, 위에서 설명한 방

법들(800, 900)과 유사하다.  방법(1000)은, 결합된 웨이퍼 쌍이 SOI 웨이퍼를 형성하기 위해 클리브되는 블록

1010에서 시작된다.  그 다음 블록 1020에서 SOI 웨이퍼의 클리브된 표면이 인시츄로 패시베이션된다.  SOI 웨

이퍼의 클리브된 표면은 클리브된 표면에 대해 습식 화학적 산화물 프로세스(wet chemical oxide process)를 수
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행하여 패시베이션된다.  습식 화학적 산화물 프로세스는 결과적으로 클리브된 표면에 얇은 산화물층이 형성되

게 하여 클리브된 표면이 그것이 접촉하는 오염 물질과 반응하는 것을 방지한다.  게다가, 클리브된 표면에 나

중에 증착되는 오염 물질은, 얇은 산화물층에 의해, 그들이 클리브된 표면에 반응 또는 결합하는 것을 방지하기

때문에, 쉽게 제거된다.

다른  실시예들에서,  SOI  웨이퍼의  클리브된  표면은  오존화된  물(ozonated  water)과  과산화수소(hydrogen[0027]

peroxide) 중 하나를 포함하는 습식 화학적 에칭에 노출하여 패시베이션된다.  습식 화학적 에칭 컴포지션들의

다른 예들은 표준 클린(Standard Clean) 1(즉, 암모니아 수산화물, 과산화물, 및 물) 및 표준 클린 2(즉, HCl

및 과산화수소)로 지칭된 컴포지션들을 포함한다.

도 11은 계층화된 실리콘 구조(예컨대, SOI 웨이퍼, 또는 직접 실리콘-결합 구조)에 대해 패시베이션 프로세스[0028]

를 수행하기 위한 방법(1100)을 도시하는 것으로, 계층화된 실리콘 구조가 형성되는 챔버에 인접한 제2 챔버에

서 패시베이션 프로세스가 수행된다는 것을 제외하면, 위에서 설명한 방법들(800, 900, 1000)과 유사하다.  방

법(1100)은 계층화된 실리콘 구조가 제1 챔버(예컨대, 챔버(170))에 형성되는 블록 1110에서 시작된다.  블록

1120에서, 계층화된 실리콘 구조는 제1 챔버에서 인접한 제2 챔버(예컨대, 제2 챔버(180))로 전송된다.  계층화

된 실리콘 구조가 챔버의 외측 분위기 및 그 안에 포함된 오염 물질에 노출되지 않고 그들 사이에서 전송될 수

있도록 제1 챔버와 제2 챔버가 각각 구성된다.  따라서, 두 개의 챔버 사이에 무결성을 유지하기 위해, 제1 챔

버와 인접한 챔버 사이에 일련의 밀폐 또는 다른 메커니즘이 배치될 수 있다.  제1 챔버에서 제2 챔버로 계층화

된 실리콘 구조를 운송하기 위해 챔버들 내에 메커니즘(예컨대, 트롤리(trolley)) 또는 다른 적절한 디바이스가

또한 배치될 수 있다.

블록 1130에서, 계층화된 실리콘 구조의 표면은 제2 챔버에서 패시베이션된다.  표면에 대해 사용된 패시베이션[0029]

프로세스는 도 8-10과 관련하여 위에서 설명한 것들 중 임의의 것일 수 있고, 결과적으로 표면에 얇은 산화물층

이 형성된다.  구조의 표면에 형성된 얇은 산화물층은, 표면이 오염 물질과 반응 또는 그에 결합하는 것을 방지

한다는 점에서, 도 8-10과 관련하여 위에서 설명한 것과 동일한 기능을 제공한다.  패시베이션 프로세스가 완료

되고 얇은 산화물층이 표면에 형성된 후에, 블록 1140에서 계층화된 실리콘 구조는 제2 챔버로부터 제거된다.

별도로 명시하지 않는 한, 여기에 도시 및 설명된 본 발명의 실시예들에서 동작들의 실행 또는 수행 순서는 필[0030]

수적인 것이 아니다.  즉, 별도로 명시하지 않는 한, 동작들은 임의의 순서로 수행될 수 있으며, 본 발명의 실

시예들은 여기에 개시된 것 외에 추가의 또는 더 적은 동작을 포함할 수 있다.  예를 들어, 또 다른 동작 이전

에, 그와 동시에, 또는 그 이후에 특정한 동작을 실행 또는 수행하는 것은 본 발명의 측면들의 범위 내에 있는

것으로 생각된다.

본 발명 또는 그의 실시예(들)의 요소들을 소개할 때, "하나(a, an)", "그(the)", 및 "상기(said)"라는 항목은[0031]

하나 이상의 요소들이 존재한다는 것을 의미하기 위한 것이다.  "포함하는(comprising, including)" 및 "갖는

(having)"이라는 용어는 포괄적인 것으로 의도되고 나열된 요소들 외에 추가적인 요소들이 존재할 수 있다는 것

을 의미하기 위한 것이다.

본 발명의 범위를 벗어나지 않고 위의 구성들에서 다양한 변경이 실시될 수 있어, 위의 설명에 포함되고 첨부[0032]

도면에 도시된 모든 문제는 제한적인 의미가 아니라 예시적인 것으로 해석되도록 의도된다.
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